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Festkorper Farbe E; [eV] wird leitfahig durch
Titanoxid (TiO ) farblos 3.1 UW-Licht
Cadmiumsulfid (CdS) gelb 260 sichtbares Licht
Quecksilbersulfid (HgS) rot 2.1 sichtbares Licht
Cadmiumtellurid (CdTe) schwarz 1.6 thermische Anregung
Galliumarsenid (GaAs) schwarz 1.43 thermische Anregung
Silicium dunkelgrau-glanzend 1.09 thermische Anregung
Germanium grauweili-glanzend 0.60 thermische Anregung
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Elektrische Eigenschaften: Grundgesetze
Ohm‘sche Gesetz: U=R - |

U : Spannung [V] (Arbeit pro Ladung)
R: Widerstand [Q)]
| Stromstarke [A]

R=L/A:p
p: spezifischer Widerstand [QQm]
(Materialeigenschaft!) L = Lange, A = Querschnitt

Leitfahigkeit o = 1/ p [1/(Q2m)], haufig: [1/(Qcm)]
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Porcelain Doped Si Fe
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Leitfahigkeit ¢ hangt ab von

» Ladungstragerkonzentration
* Beweglichkeit der Ladungstrager (mittlere freie Weglange)
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Halbleiter
Halbleiter wie Germanium, Silizium oder Selen stehen bezlglich ihrer
Leitfahigkeit zwischen Leitern und Nichtleitern. Die elektrische
Leitfahigkeit eines Halbleiters nimmt mit steigender Temperatur zu.

Im Idealzustand eines Halbleiters sind alle
aul3eren Elektronen (Valenzelektronen)
durch eine Paarbildung gebunden.
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Die besonderen el. Eigenschaften des Germaniums und der anderen
Halbleiter beruhen auf der Tatsache, dass in ihnen durch Zufuhr von
Energie in Form von Warme (thermische Anregung) und Licht (optische
Anregung) gebundene Valenzelektronen aus ihren Bindungen zwischen
den Atomen herausgelost und so Leitungselektronen und Lo6cher
(Defektelektronen) als bewegliche Ladungstrager erzeugt werden.

Eigenleitung in einem Halbleiter

In einem reinen Halbleiter kommt der elektrische Strom durch die
gerichtete Bewegung seiner Leitungselektronen (Elektronenstrom, n-
Leitung) und die scheinbare, entgegengesetzt gerichtete Bewegung seiner
Locher (L6cherstrom, p-Leitung)  zustande. Diese  Art der
Elektrizitatsleitung in einem Halbleiter nennt man Eigenleitung.
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Dotierung von Halbleitern - Fremdleitung

n-Halbleiter:
Durch Dotieren eines Halbleiterkristalls(z.B. Ge) mit 5-wertigen Atomen (z.B.

Arsen) entsteht ein n-Halbleiter. Das fiinfte Valenzelektron des Arsenatoms
wird zu einem Leitungselektron (Majoritatstrager), das ortsfeste Arsenatom zu

einem positiven lon.
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p-Halbleiter:
Durch Dotieren mit 3-wertigen Atomen (z.B. Indium) entsteht ein p-Halbleiter.

Das Indium entreif3t ein Elektron, so dass ein Loch (Majoritatstrager) entsteht.
Sowohl bei n- wie p-Halbleitern wird die elektrische Leitfahigkeit wesentlich
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Der pn-Ubergang - Die Halbleiterdiode
Flgt man einen n-Halbleiter und eine p-Halbleiter aneinander, so erhalt man

eine Halbleiterdiode. In der Grenzschicht des pn-Ubergangs entsteht eine
Verarmungszone von Majoritatstragern; diese wirkt wie ein
Hochohmwiderstand
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Grenzschicht
pn-Ubergang
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Halbleterdiode in Durchlassrichtung geschaltet
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Gleichrichter: Dioden-Brickenschaltung
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